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１．概要（Summary） 

次世代パワーデバイスとして GaN基板上のホモエピを

用いた縦型 MOSFET が期待されている。高耐圧デバイ

スの実現に向けては、耐圧保持層となる厚い低濃度 n 層

のキャリア濃度制御が重要である。そこで、本研究では

n-GaNエピ付 2インチGaN基板上に多数のショットキー

バリアダイオード（SBD）を形成し、キャリア濃度の面内分

布、およびリーク電流の電極径依存性を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スピンコーター、コンタクトマスクアライナー[MJB4] 

酸アルカリドラフトチャンバー 

電子ビーム真空蒸着装置 

 

【実験方法】 

n層/n+GaN構造のGaNエピ基板を用い、100～800 

m 径の円形 SBD 領域を形成した。アノード電極として

Ni/Au を全面蒸着した後に、フォトリソグラフィを用いてレ

ジストパターンを形成し、ウェットエッチングにより電極形

成した。最後に n+GaN 基板裏面にカソード電極を全面

蒸着し、縦型 SBD 構造を試作した。電気特性評価(IV、

CV)は自社でパワーデバイスパラメータアナライザを用い

て行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した電極径の異なるSBD素子に、逆方向バイアス

となるカソード電圧を印加して、リーク電流を評価した結

果の一例を Fig. 1に示す。電極径が大きくなるほどリーク

電流が増加する傾向が見られた。この傾向は、エピ基板

中の結晶欠陥密度が増加するほど顕著になることもわか

った。また、CV測定により算出したキャリア濃度とリーク電

流に相関があることも判明し、その分布はエピ基板および

成長条件により大きく異なることがわかった。以上より、

SBD 素子を用いて、n-GaN エピ層の面内分布を確認で

きた。 

 

 

Fig.1 Reverse I-V characteristics of fabricated 

vertical GaN SBDs with different electrode 

diameter. 
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